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(57) Abstract

Proposed is a monolithic integrated semiconductor device with, fitted on the main surface of a monolithic integrated npn
or pnp transistor, a cover electrode (D1) for internal voltage limitation which covers a single transition region between a highly
doped zone (5) and the lightly doped substrate (1). An adjacent highly doped zone (4) is not covered by the electrode (D1). Con-
necting the metal cover electrode (D1) to the tap point (12) of a voltage splitter (R1, R2) enables a breakdown voltage to be set
which is greater than the sum of the depletion-mode breakdown voltage and the enhancement-mode breakdown voltage.

(57) Zusammenfassung

Es wird eine monolithisch integrierte Halbleiteranordnung vorgeschlagen, bei der an der Hauptoberfliche eines monolit-
hisch integrierten npn-Transistors oder pnp-Transistors eine Deckelektrode (D1) zur internen Spannungsbegrenzung angebracht
wird, die einen einzigen Ubergangsbereich zwischen einer hochdotierten Zone (5) und dem schwachdotierten Substrat (1) tiber-
deckt. Eine benachbarte hochdotierte Zone (4) wird von der Deckelektrode (D1) nicht {iberdeckt. Durch Anschiuf der metalli-
schen Deckelektrode (D1) an den Abgriff (12) eines Spannungsteilers (R1, R2) 148t sich eine Durchbruchsspannung einstellen,
die groRer ist als die Summe der Verarmungsdurchbruchsspannung und der Anreicherungsdurchbruchsspannung.
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Monolithisch integrierte Halbleiteranordnung

Stand der Technik

Die Erfindung betrifft eine monolithisch integrierte Halb-
leiteranordnung gemdB der Gattung des Hauptanspruchs.

Es sind Halbleiteranordnungen bekannt, die zur Begrenzung
der Durchbruchsspannung von Transistoren, insbesondere von
Darlington-Transistoren, iiber dem Raumladungsgebiet eine
durch Oxid getrennte metallische Deckelektrode besitzen,
die mittels eines Spannungsteilers auf ein bestimmtes Po-
tential zwischen Basis und Kollektor gelegt wird. Die
Durchbruchsspannung wird im wesentlichen ‘durch das Span-
nungspotential der Deckelektrode und durch die Dicke des
Oxides bestimmt.

Aus der US-PS 4 618 875 ist eine derartige Darlington-
Transistorschaltung bekannt, bei der die Deckelektrode an
der Oberfldche des Substrats ausgebildet ist und sich iiber
zwei im Abstand angeordnete, entgegengesetzt dotierte Zo-
nen erstreckt. Die maximal erreichbare Durchbruchsspannung
entspricht dem Spannungswert, der sich aus der Summe von
Anreichungsdurchbruchsspannung und Verarmungsdurchbruchs-
spannung ergibt. Dabei ist jedoch zu berilicksichtigen, daB
die in Planarprozessen iiblicherweise verwendeten termi-
schen Oxide nicht beliebig dick gemacht werden kdnnen,
weshalb die mit einer solchen Anordnung maximal erreichba-

re Spannung begrenzt ist.



10

15

20

25

30

35

WO 92/10855 ' PCI/DE91/00909

Vorteile der Erfindung

Eine monolithisch integrierte Halbleiteranordnung mit den
Merkmalen des Hauptanspfuchs hat demgegeniiber den Vorteil,
daB die Durchbruchsspannungen nur von der Verarmungsdurch-
bruchsspannung und von dem Teilerverhdltnis des Spannungs-
teilers abhdngig sind, der an seinem Abgriff mit der
Deckelektrode verbunden ist und deren Spannungspotential
bestimmt. Bei einem npn-Transistor iiberdeckt die Deckelek-
trode das Kollektorgebiet nicht mehr vollstdndig, sondern
nur noch einen Ubergangsbereich des niedrig n-dotierten
Kollektorgebiets und den Randbereich einer daran angren-
zenden hoch n-dotierten Zone. Die Deckelektrode reicht bei
einem npn-Transistor nicht bis zum p-dotierten
Basisgebiet. Dagegen wird bei einem pnp-Transistor gerade
der Ubergangsbereich des Basisgebiets von der Deckelektro-
de iiberdeckt, die in diesem Fall nicht bis zu der im Ab-

stand befindlichen p-dotierten Zone reicht.

GemdB einer Weiterbildung der Erfindung kann auch der pn-
ibergang zwischen dem hochohmigen Kollektorgebiet und dem
p-dotierten Basisgebiet bei einer als Transistor ausgebil-
deten Halbleiteranordnung mittels einer zweiten Deckelek-
trode passiviert sein. Die zweite Deckelektrode ist mit
der Basismetallisierung des Transistors identisch. Es ist
aber auch méglich, diese zweite Deckelektrode auf Emitter-
potential zu legen, wobei in jedem Fall sichergestellt
sein muB, daB die beiden Deckelektroden galvanisch ge-
trennt sind, so daB kein Anreicherungsdurchbruch auftreten
kann. Auch bei dieser Ausfiilhrung ist die maximal erreich-
bare Durchbruchsspannung nur von der Verarmungdurchbruchs-
spannung und von dem Spannungsteilerverhdltnis des Span-
nungsteilers abhdngig, an dessen Abgriff die vom Basisge-

biet entfernte erste Deckelektrode angeschlossen ist.

Das Spannungspotential fiir die Deckelektrode wird vorzugs-

weise mittels eines monolithisch integrierten Spannungs-
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teilers eingestellt. Die Ausfiihrung eines derartigen Span-
nungsteilers ist aus der EP-PS 179 099 sowie aus der US-PS
4 695 867 bekannt.

Um eine Temperaturkompensation der Durchbruchsspannung zu
erreichen, konnen die den Spannungsteiler bildenden Wider-
stédnde aus unterschiedlich hoch dotiertem Silizium gebil-

det werden.

Sehr einfach lassen sich die Teilerwiderst&nde als strei-
fenfdrmige Zonen integrieren, die ausgenommen an AnschluB-
punkten mit einer Passivierungsschicht bedeckt sind. An
den AnschluBpunkten kann durch Aufbringen einer Metall-
schicht die erforderliche Kontaktierung beispielsweise am

Abgriff des Spannungsteilers erfolgen.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Un-

teranspriichen gekennzeichnet.
Zeichnung
Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer herkdmmlichen

Halbleiteranordnung und weiterer erfindungsgeméfBer Ausfiih-

rungsformen né&her erldutert.
Es zeigen:
Figur 1 eine herkdmmliche Halbleiteranordnung,

Figur 2 eine erste erfindungsgem&Be Anordnung mit einer

einen nn-Ubergang iiberdeckenden Deckelektrode,

Figur 3 eine erfindungsgemifie Anordnung mit einer zus&tz-

lichen Basisdeckelektrode bei einem npn-Transistor,

Figur 4 die Abhdngigkeit der Durchbruchsspannung einer er-
findungsgemé&fen Anordnung vom Spannungsteilerverhdltnis,
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Figur 5 eine erfindungsgem&Be Halbleiteranordnung, die als

pnp-Transistor ausgebildet ist.

Figur 6 die Draufsicht auf eine erfindungsgemd@Be Halblei-
teranordnung mit'Deckelektrode und integrierten
Spannungsteiler, wobei der basisseitige Teil des Span-
nungsteilers nicht unter Deckelektrodenmetall liegt,

Figur 7 die Draufsicht auf eine erfindungsgeméBe
Halbleiteranordnung, bei der eine geringere Stromabhdngig-

keit der Durchbruchsspannung erreicht ist, und

Figur 8 die Draufsicht auf eine erfindungsgem&fBe Halblei-
teranordnung mit einer zus&tzlichen Basisdeckelektrode,
wobei der basisseitige Teil des Spannungsteilers nicht un-

ter Metall liegt.

Figur 1 zeigt eine in Planartechnik ausgefiihrte Anordnung,
wie sie in der DE-PS 32 275 36 beschrieben ist. Das Aus-
gangsmaterial fiir die Herstellung ist Silizium, das im
oberen Bereich 1 schwach (n~) und auf der Unterseite 2
hoch (n+) dotiert ist. Die Unterseite ist mit Metall 3
kontaktiert und wird mit K bezeichnet. Die p- und n'-Zonen
4, 5 auf der Hauptoberfldche 6 sind in bekannter Weise
mittels Fototechnik, Dotierung und Diffusion hergestellt.
Die p-Zone 4 dient als Transistorbasis und wird mit A
bezeichnet. Der Ubersichtlichkeit halber ist die bei einem
bipolaren Transistor in die Basiszone 4 eingebrachte nt
~-dotierte Emitterzone nicht gezeichnet. Die nT-Zone 5 mit
der Ausbuchtung 5A kann gleichzeitig mit der Emitterdotie-
rung eindiffundiert werden. Sie begrenzt die sich im n~
-Gebiet ausbreitende Raumladungszone auf Gebiete unter ei-

ner von einer Metallisierung 7 gebildeten Deckelektrode D,
wenn zwischen A und K eine Sperrspannung U angelegt wird.
Die Deckelektrode D ist mittels Oxid 8 von den Zonen 1, 4

und Sgalvanisch getrennt. Das Basisgebiet 4 ist mit Metall

PCT/DE91/060909
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9 kontaktiert. Die Deckelektrode D wird an einem durch Wi-

derstdnde R1 und R2 gebildeten, auch monolithisch inte-
grierbaren Spannungsteiler zwischen A und K angeschlossen.
Die im Fall von Rl bzw. R2 = 0 zwischen A und K erreichba-
ren Durchbruchsspannungen sind U2 bzw. Ul, wobei U2 die
Anreicherungs- und Ul die Verarmungsdurchbruchsspannung
der durch die Deckelektrode D, durch das darunterliegende
Oxid 8 und durch das Silizium gebildete MOS - Struktur

ist.

Die maximal erreichbare Durchbruchsspannung ist Ul + U2,
wenn Rl : R2 = Ul : U2 erfiillt ist. Da die in Planarpro-
zessen iiblicherweise verwendeten thermischen Oxide nicht
beliebig dick gemacht werden k&nnen, ist die mit einer

solchen Anordnung maximal erzielbare Spannung begrenzt.

In Figur 2 ist eine erfindungsgem&Be Anordnung mit einer
Deckelektrode D1 gezeigt, die das hochohmige, schwach do-
tierte (n”) Kollektorgebiet 1 nur im Bereich einer hochdo-
tierten (n+) Zone 5 {iberdeckt. Die Deckelektrode D1 iiber-
deckt somit den n+n'—ﬁbergangsbereich und befindet sich in
deutlichem Abstand von der p-Zone 4, die als Basisgebiet
eines npn-Transistors dient. Der Ubersichtlichkeit wegen
wurde die Emitterdotierung im Bereich des Basisgebiets 4
nicht eingezeichnet. Aus der bereits genannten US-PS 4 618
875 kann die Ausbildung der Emitterdotierungen entnommen

werden.

Die Deckelektrode D1 ist durch den Abgriff 12 an den durch
die Widerstdnde Rl und R2 gebildeten Spannungsteiler
angeschlossen. Der Spannungsteiler teilt die zwischen den
AnschluBpunkten A und K liegende Versorgungsspannung U
entsprechend seinem Teilerverhdltnis.

Beim Anlegen einer Sperrspannung zwischen A und X ist die
fir den Fall R2 = 0 zwischen A und K erreichbare Durch-
bruchsspannung Ul, wobei Ul mit der Verarmungsdurchbruchs-
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spannung bei Verwendung der Deckelektrode D gemdB Figur 1
identisch ist. Die Durchbruchsspannung U zwischen A und K
ist die von dem durch die Widerst&@nde R1 und R2 gebildeten
Spannungsteiler hochtransformierte Verarmungsdurch-

bruchsspannung. Man erhdlt:
U =101 * (1 +R2 /R1) (1)

Die maximal erreichbare Durchbruchsspannung U zwischen A
und K ist mehr durch den Anreicherungsdurchbruch U2
beeinfluB3t. Die obere Grenze der Durchbruchsspannung U ist
nur noch von der Sperrfé&higkeit des pn-Uberganges 1, 4
bzw. von der Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung Uespq
bei offener Basis des npn-Transistors begrenzt.

In Figur 3 ist eine Ausfiihrungsform gezeigt, bei der der
pn~-Ubergang zwischen dem hochohmigen Kollektorgebiet 1
und dem p-dotierten Basisgebiet 4 mittels einer zweiten
metallischen Deckelektrode D2 passiviert ist. Die beiden
Deckelektroden D1 und D2 beriihren sich nicht, so daB von
einer geteilten Deckelektrode gesprochen werden kann. Da-
bei ist die Metallisierung 10, die die Deckelektrode D2
bildet, mit der Basismetallisierung des Transistors
identisch. Es ist jedoch auch mdglich, die Metallisierung
10 auf Emitterpotential zu legen, wobei jedoch sicherge-
stellt sein muB3, daB die Metallisierungen 7 und 10 galva-
nisch getrennt sind. Auch bei dieser Ausfiihrung kann kein
Anreicherungsdurchbruch auftreten, so daB die maximal er-
reichbare Durchbruchsspannung U nur vom Verarmungsdurch-

bruch Ul und dem Spannungsteilerverhdltnis entsprechend

obiger Gleichung (1) bestimmt ist.

Fir den Fall, daB man die beiden Deckelektroden D1 und D2
elektrisch miteinander verbindet und an den Spannungstei-
ler R1, R2 schaltet, erhdlt man ein zur herkdmmlichen

Deckelektrode D (Figur 1) vbllig identisches
Durchbruchsverhalten, insbesondere ist dann die maximal
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erreichbare Durchbruchsspannung wieder die Summe der An-
reicherungsdurchbruchsspannung und der Verarmungsdurch-

bruchsspannung (Ul + U2).

In Figur 4 ist die Abh#nigkeit der Durchbruchsspannung ei-
ner Halbleiteranordnung mit geteilter Deckelektrode (D1
und D2) vom Spannungsteilerverhiltnis dargestellt. Die
Verarmungsdurchbruchsspannung Ul betrigt dabei 180 V und
die Anreicherungsdurchbruchsspannung U2 betr&gt 214 V. Der
Widerstand R1 ist 100 kf . Die Durchbruchsspannung U zwi-
schen den Punkten A und K ist als Funktion vom Spannungs-
teilerwiderstand R2 aufgetragen. Die Durchbruchsspannung U
hat den von Gleichung (1) beschriebenen Verlauf. Fir R2>
125 k2 werden Durchbruchsspannungen erreicht, die gréfer
als die Summe der Verarmungsdurchbruchsspannung und Anrei-
cherungsdurchbruchsspannung sind. Das dargestellte Bei-
spiel geht von einer Anordnung gemdf Figur 2 aus, wobei
die Widerst&nde R1, R2 extern angeschlossen sind.

Die vorliegende Erfindung ist nicht auf npn-Transistoren
beschrénkt, sondern kann auch bei pnp-Transistoren Anwen-
dung finden, wie dies in Figur 5 ersichtlich ist. Dabei
ist das hochohmige Kollektorgebiet 1 schwach p-dotiert und
die Zone 4 vom entgegengesetzten Leitfdhigkeitstyp ist n-
dotiert und bildet wiederum das Basisgebiet eines
Transistors. Im Abstand von dieser ersten Zone 4 befindet
sich an der Hauptoberfl&che 6 eine zweite, hochdotierte
Zone 5 mit einer Ausbuchtung 5A des gleichen Leitf&hig-
keitstyps wie das das Kollektorgebiet 1 bildende Substrat.
Die p-dotierte zweite Zone 5 ist jedoch hochdotiert, eben-
so wie die Unterseite 2 des Substrats. Auch bei der Dar-
stellung in Figur 5 ist der tibersichtlichkeit wegen wiede-
rum das Emittergebiet nicht eingezeichnet.

Die Deckelektrode D1 befindet sich bei dieser Ausfiihrungs-

form iiber dem Kollektor-Basisiibergang 1, 4. Die Polaritit

der Sperrspannung U ist entgegengesetzt zu den zuvor be-

Ersatzblat
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schriebenen Ausfiihrungen.

Analog zu Figur 3 kann auch bel der Ausfiihrung gemdB Figur
5 der Ubergang vom Kollektorgebiet 1 zur hochdotierten Zo-
ne 5 mit auf Kollektorpotential befindlichem Metall Uber-
deckt sein. Beim Anlegen einer Sperrspannung zwischen A
und K wird die im Fall eines pnp-Transistors stabile
-Anreicherungdurchbruchsspannung U2 durch den Spannungs-
teiler hochtransformiert. Die Durchbruchsspannung U zZwi-
schen A und K ergibt sich somit bei pnp-Transistoren aus

folgender Gleichung:

U=1U2 % (1 +RL/R2) (2)

Bei der monolithischen Integration des Spannungsteilers,
der auch abgleichbar ausgefiihrt sein kann, darf es keine

Bereiche geben, in denen ein Anreicherungsdurchbruch

auftritt.

Anhand von Figur 6 bis 8 ist gezeigt, wie eine interne
Spannuhgsbegrenzung mit integriertem Spannungsteiler an
einem planaren npn-Darlingtontransistor realisiert werden
kann. Dabei sind alle Metallisierungskanten als unterbro-

chene Linien eingezeichnet.

Figur 6 zeigt in der Draufsicht ein Beispiel mit fehlender
Deckelektrode D2 analog zu Figur 2. Die Basismetallisie~
rung des Endstufentransistors befindet sich vollstdndig
innnerhalb des p-dotierten Basisgebietes 4. Ein Spannungs-
teiler 11 bildet eine von der Hauptoberflé&che eindiffun-
dierte langgestreckte p-leitende Zone. Der kollektorseiti-
ge Teil R1 des Spannungsteilers 11 ist von der Passivie-
rungsschicht (8 in Figur 2) und der dariber hinweg verlau-
fenden Deckelektrode D1 iiberdeckt. An’einer bestimmten
stelle 12 ist die Passivierungsschicht 8 unterhalb der
Deckelektrode D1 entfernt. Das so gebildete Kontaktloch 12

ERSATZBLATT
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schlieBt die Deckelektrode D1 an einer Stelle an den Span-
nungsteiler 11 an. Am kollektorseitigen Ende des Span-
nungsteilers ist ebenfalls ein Kontaktloch 13 gedffnet.
AuBerdem ist die als Stoppschicht dienende hochdotierte
Kollektorschicht 5 an einer Stelle 14 kontaktierbar. Eine
Metallisierungsbriicke 15 stellt eine elektrische Verbin-
dung von Kollektorschicht und Spannungsteilerende her.

Das basisseitige Ende des Spannungsteilers miindet direkt
in die p-dotierte Basiszone 4 der Endstufe des ,
Darlingtontransistors. Der basisseitige Teil R2 des Span-
nungsteilers ist nicht unter das Deckelektrodenmetall D1
gelegt, um den Anreicherungsdurchbruch zu vermeiden. Wei-
ter erkennt man die Kontaktierungsfl&chen fiir die Endstu-
fenbasis 16, fliir die Treiberbasis 17, fiir den Endstufene-
mitter 18 und fiir den Treiberemitter 19. Der Endstufene-
mitter selber ist mit 20, der Treiberemitter mit 21
bezeichnet. Der Ubersichtlichkeit halber sind nicht alle
Details des Darlingtontransistors wie Ableitwiderstand des
Endstufentransistors, Inversdiode etc. eingzeichnet. Da in
der Anordnung nach Figur 6 bei Erreichen der Durchbruchs-
spannung auch das basisseitige Ende des Spannungsteilers
(R2) seine Sperrfdhigkeit verliert, wird die Durchbruchs-
kennlinie stromabhdngig. Um dies zu verhindern, wird das
Oxid tber dem hochohmingen Kollektorgebiet 1 in der Umge-
bung des Widerstandes R2 dicker ausgefiihrt. Dadurch wird
die Verarmungsdurchbruchsspannung in diesem Bereich
erhdht, so daB der Spannungsteilerwiderstand R2 seine
Sperrféhigkeit behdlt.

Der Spannungsteilerwiderstand kann auch durch einen oder
zwel gesonderte p-Dotierschritte eingebracht werden. Da-
durch lassen sich grofBe Widerstdnde bzw. verschiedene Tem-
peraturkoeffizienten erzielen. AuBerdem kann der Span-
nungsteilerwiderstand abgleichbar auséefﬁhrt werden.

Eine weitere einfache Mdglichkeit stromunabh&ngige Durch-

ERSATZBLATT
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bruchskennlinien zu erhalten, ohne die MaBnahme der Oxid-
dickenverringerung anzuwenden, ist in dem Ausfiihrungsbei-
spiel Figur 7 gezeigt. Dabei wird die Dl-Metallisierung in
Bereichen des Spannungsteilerwiderstandes R2 weggelassen.
Somit tritt in diesem Bereich kein Verarmungsdurchbruch

auf und der Widerstand R2 veliert seine Sperrfdhigkeit

nicht.

Figur 8 zeigt ein Beispiel mit zusdtzlicher Deckelektrode
D2 (geteilte Deckelektrode). Der Basis-Kollektor-Ubergang
(4, 1) ist dann fast vollstdndig mit von Oxid getrenntem

Metall iiberdeckt.
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Patentanspriiche

1. Monolithisch integrierte Halbleiteranordnung mit wenig-
stens einem pn-Ubergang, der durch das einen bestimmten
Leitf&higkeitstyp aufweisende Substrat und eine in die
Hauptoberfldche des Substrat eindiffundierte erste Zone
entgegengesetzten Leitf&higkeitstyps gebildet ist, mit ei-
ner im Abstand von dieser ersten Zone in der Hauptoberfl&-
che eindiffundierten zweiten, hochdotierten Zone des glei-
chen Leitfdhigkeitstyps wie das Substrat und mit wenig-
stens einer die Hauptoberfl&che teilweise bedeckenden
Passivierungsschicht, auf der mindestens eine metallische
Deckelektrode aufgebracht ist, die an ein Spannungspoten-
tial angeschlossen ist, dessen Wert zwischen dem Potenti-
alwert der ersten Zone und dem einer an der Unterseite des
Substrats ausgebildeten Metallisierung liegt, dadurch
gekennzeichnet, da bei einer Halbleiteranordnung mit n-
dotiertem Substrat (1) die Deckelektirode (D1) im Abstand
von der ersten, p-dotierten Zone (4) angeordnet ist und
die n-dotierte zweite Zone (5) sowie einen Teil der an die
zweite Zone (5) angrenzenden Substratoberfldche iiberdeckt,
wdhrend bel einer Halbleiteranordnung mit p-dotiertem Sub-
strat die Deckelektrode (D1) im Abstand von der zweiten,
p-dotierten Zone (5) angeordnet ist und die n-dotierte er-
ste Zone (4) sowie einen Teil der an die erste Zone (4)
angrenzenden Substratoberfldche i{iberdeckt.
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2. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Basismetallisierung (9) der als
npn-Transistor ausgebildeten Halbleiteranordnung eine
zweite Deckelektrode (Dé) bildet, die den Randbereich zwi-
schen Basiszone (4) und angrenzendem Substrat (1)

iberdeckt.

3. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Deckelektrode (Dl1) an den Abgriff

(12) eines monolithisch integrierten Spannungsteilers (11)

angeschlossen ist.

4. Halbleiteranordnung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, daB die den Spannungsteiler bildenden Wi-
dersténde (R1, R2) zur Temperaturkompensation der Durch-

bruchspannung aus unterschiedlich dotiertem Silizium ge-

bildet sind.

5. Halbleiteranordnung nach einem der Anspriiche 3 oder 4,

dadurch gekennzeichnet, daB die Widerstd@nde (R1l, R2) durch
eine streifenf6rmige Zone (11) gebildet sind, die in das
Substrat (1) eindiffundiert ist und an ihren Enden einer-
seits die erste Zone (4) und andererseits die zweite Zone

(5) beriihrt und von der Passivierungsschicht (8) bis auf

~den Teilerabgriff (12) bedeckt sind.

6. Halbleiteranordnung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB bei einer Anordnung
als npn-Transistor der an einem Ende auf dem Potential der
unteren Metallisierung (3) des Substrats (1) liegende Tei-
lerwiderstand (R1) durch die Metallisierung (7) der Decke-
lektrode (D1) iiberdeckt ist, wdhrend der andere Teilerwi-~
derstand (R2) nicht oder allenfalls tgilweise von dieser

Metallisierung (7) iberdeckt ist.

7. Halbleiteranordnung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die die Deckelek-
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trode (Dl) bildende Metallisierung (7) bei einer als npn-
Transistor ausgebildeten Anordnung die an der Hauptober-
fl&dche (6) ausgebildeten Ubergangsbereiche zwischen der
zweiten Zone (5) und dem Substrat (1) vollstdndig
iiberdeckt.

8. Halbleiteranordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daB bei einer als npn-Transistor
ausgebildeten Anordnung die an der Hauptoberfldche (6) be-
findlichen Ubergangsbereiche zwischen der zweiten Zone (5)
und dem Substrat (1) bis auf die Stellen von der die
Deckelektrode (D1l) bildenden Metallisierung (7) liberdeckt
sind, wo dieser Bereich dem mit der Basis verbundenen Tei-
lerwiderstand (R2) gegeniiberliegt.

9. Halbleiteranordnung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dafl zwischen der ersten
Zone (4) und einem Widerstandsstreifen (11) eine streifen-
férmige Ausbuchtung (5A) der zweiten Zone (5) in das Sub-
strat (1) diffundiert ist, die die erste Zone (4) nicht
beriihrt, und den Widerstandsstreifen (11) allenfalls in

der N&he seiner Einmiindung in die zweite Zone (5).

10. Halbleiteranordnung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dafB die iiber dem Sub-
strat (1) liegende Passivierungsschicht (8) im Bereich
zwischen der ersten Zone (4) und der zweiten Zone (5,5A)
dinner ist als zwischen dem Widerstandsstreifen (11) und

der zweiten Zone (5,5A).
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